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1. Base du rapport 

1 



En ce qui conceme les elements de la demande intemationale (ies Duffies de remp/acement qui ont 6te 
remises i I'office rdcepteur en riponse a una invitation faite conform6ment a i'artide 14 sont considSrees, dans 
le present rapport , comme 'initiaiement d^posees' et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisau'eiies ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)): ^ ^ 



Description, Pages 

1-13 telles qu'inltialement ddposSes 
Revendications, No. 

1 -7 teiles qu'initiaiement deposees 
Dessins, Feullles 

1/1 teiles qu'initiaiement d^posies 

2. En ce qui conceme la langue, tous les 6!6ments indiqu^s cl-dessus ^talent k la disposition de radministration 
ou lui ont 6t6 remis dans la langue dans laquelle la demande Internationale a d4pos6e, sauf indication 
contraire donnee sous ce F>oint. 

Ces Elements §taient a la disposition de radministration ou lui ont 6t6 remis dans la langue suivante: ,qui est 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche intemationale (selon la rfegle 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande intemationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de i'exarnen pr6Iiminaire intemationale (selon la rfegle 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulgu^es dans la demande 
intemationale (le cas 6ch6ant). I'examen pr6liminaire intemationale a 6t6 effectu6 sur la base du listage des 

sequences : 

□ contenu dans la demande intemationale, sous fomie 6crite. 

□ depose avec la demande intemationale, sous fomie d§chiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement k radministration, sous forme ^crite. 

□ remis ulterieurement a radministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ 1^ declaration, selon laquelle le listage des sequences par 6crit et foumi ulterieurement ne va pas au-del^ 
de la divulgation faite dans la demande telle que d^pos^e, a ete foumie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistr6es sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Pr6sent6 par ^crit, a ete foumie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos: 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a §te formula abstraction farte (de certalnes) des modifications, qui ont 6t§ conslddr^es 

comme allant au-del^ de rexpos§ de Pinventlon tel qu'il a §td d^posd, connme 11 est indique ci-apres (r^le 

70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit §tre indiqu^e au point 1 
et annex6e au present rapport) 

6. Observations compl^mentalres. le cas §ch6ant : 

V. Declaration nnotivee selon Tarticle 35(2) quant a la nouveaute, I'actlvite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a l*appui de cette declaration 

1. Declaration 

NouveautS Oui: Revendications 1 - 7 

Non: Revendications 

Activite inventive Oui: Revendications 

Non: Revendications 1 - 7 

Possibilite d'application industrielle Oui: Revendications 1 - 7 

Non: Revendications 

2. Citations et explications 
voir feuilie separ^e 
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Concernant le point V 

Declaration motlvee quant a la nouveaute, factivite inventive et la possibilite 
d'application industrielie; citations et explications a I'appul de cette declaration 



1 .) H est fait reference aux docunoents suivants: 

D1: HUGONNARD-BRUYERE E ET AL: "Deep level defects in Himplanted 6H-SiC 
epilayers and in silicon carbide on insulator structures" MATERIALS SCIENCE AND 
ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH. vol. 61-62, 30 juillet 
1999. pages 382-388, XP004363371 ISSN: 0921-5107 

02: GREGORY R B ET AL: The effects of damage on hydrogen-implant-induced thin- 
film separation from bulk silicon carbide" WIDE-BANDGAP SEMICONDUCTORS 
FOR HIGH-POWER. HIGH-FREQUENCY AND HIGH-TEMPERATURE 
APPLICATIONS- 1999. SYfs/lPOSIUM, WIDE-BANDGAP SEMICONDUCTORS FOR 
HIGH-POWER, HIGH-FREQUENCY AND HIGH-TEMPERATURE APPLICATIONS - 
1999. SYMPOSIUM, SAN FRANCISCO. CA. USA, 5-, pages 33-38, XP001040858 
1999, Warrendale, PA, USA, Mater. Res. Soc, USA 

D3: US-A-6 150 239 (TONG QIN-YI ET AL) 21 novembre 2000 



2.) La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'article 33(1) 
POT, Tobjet de la revendication 1 n'impliquant pas une activit6 inventive telle que 
definie par I'article 33(3) POT. 

2.1 . Tous les documents 01 - D3 decrivent: - implantation ionique au travers d'une face 
du substrat initial pour creer une couche entente f ragilis^e, une couche mince etant ainsi 
delimitee entre la face implantee et la couche enterree; - solidarisation de la face 
implantee du substrat initial sur une face du substrat cible; - separation de la couche mince 
avec le reste du substrat initial au niveau de la couche enten'ee; et - amincissement de la 
couche mince transfdr^e sur le substrat cible (D1: Rg. 1; D2: Rg. 1 ; D3: colonne 2, lignes 
10-27). 

2.2. Le probleme que se propose de resoudre la presente invention peut etre considere 
comme comment supprimer des ddfauts accepteurs introduits lors de rimplantation ionique 
dans une couche mince. 
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2.3. La solution proposee dans la revendication 1 de la presente demande n'est pas 
consideree comma inventive (article 33(3) PCT) pour les raisons suivantes: 

2.4. Le probl^me des d§fauts* accepteurs dans une couche mince dQ a llmplantation 
ionique est bien connu dans I'^tat de technique. 

Le document D1 decrit le probl^me de creation de defauts (en anglais ^'deep level 
defects") du a Timplantation d'hydrogene dans une couche du carbure de silicium. Le 
document D1 dScrit aussi que le nombre de defauts depend de la dose et de Tenergie 
dimplantation ionique (voir D1: tableau 1; Figure 4; page 386. alinea 3.3.). 11 est done 
immediatement evident pour la personne du metier de choisir une dose d'implantation et 
une energie pour que le nombre de defauts accepteurs soit compatible avec les propri^tes 
eiectriques ddsirdes pour la couche mince. 

Le document D2 decrit egalement le probleme des defauts dans une couche mince 
traitee par une implantation ionique. Le document D2 propose d'utiliser un certain courant 
d'implantation (en anglais "channeled implantation") pour minimiser les defauts. II est done 
immediatement Evident pour la personne du metier de choisir un courant d'implantation 
de telle fagcn que le nombre de ddfauts accepteurs soit compatible avec les propri§t§s 
eiectriques desirees pour la couche mince. 

Le document D3 decrit une couche de carbure de silicium dans laquelle sent 
implantes des ions d'hydrogene avec une 6nergie de 120 - 160 keV et une dose de 5x10^® 
ions/cm^ (D3: colonne 6, lignes 29 - 32). Cette gamme d'6nergie ainsi que la dose utiiisde 
correspondent a la presente demande (voir page 10, ligne 4 - page 1 1 , ligne 9), II est done 
immediatement evident pour la personne du m§tier d'utiliser les donn§es pr6sentes afin 
de r^aliser des defauts accepteurs compatibles avec les propri§t6s eiectriques desirees 
pour la couche mince. 

2.5. Par consequent, le choix de la dose, de r§nergie et du courant d'implantation afin que 
la concentration en defauts d'implantation soit inf6rieure k un seuil d6temiln6 (conduisant 
a obtenir dans la couche mince amincie un nombre de d6fauts accepteurs compatible avec 
les proprietes eiectriques desirees pour la couche mince), constitue pour la personne du 
metier une mesure normale pour resoudre le probl&me pose. 

2.6. L'objet de la revendication 1 n'implique done pas une actlvlte Inventive telle que 
def inie par I'article 33(3) PCT. 



3.) Les revendications d^pendantes 2 - 7 ne contiennent aucune caracteristlque qui, 
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en combinaison avec celles de Tune quelconque des revendications a laquelle elles 
se referent, definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui 
concerne la nouveaute et/ou I'activite inventive (Article 33 (2) (3) PCT), et ce parce 
que Tobjet de ces revendications est, ou connu par les documents 01 - 03, ou est 
seulement une des possibilites que la personne du metier pourrait choisir, selon le cas 
d'espece, parmi plusieurs possibilites ^videntes, pour r^soudre le probl^me posd sans 
qu'une activite inventive soit impliquee. 

Uobjet des revendications 2-7 done n'implique pas une activite inventive telle que 
definie par I'articie 33(3) PCT. 



4.) L' objet des revendications 1-7 remplit les conditions enoncees dans V article 
33 (4) PCT. 
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